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Pamäte

Prvé pamäte

Mark I computer

IBM 701

Reléové pamäte Feritové pamäte

* 1952 na MIT, Jay Forrester 

Feritové pamäte Feritové pamäte

https://web.archive.org/web/20111118002956/
http://www.cs.ubc.ca/~hilpert/e/coremem/index.html

https://web.archive.org/web/20111118002956/
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Feritové pamäte

Space Shuttle IBM AP-101B flight computers

Polovodičové pamäte

Polovodičové pamäte Polovodičové pamäte

Register

Cache

Main Memory

Magnetic Disk

Magnetic Tape  &  Optical Disk
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Polovodičové pamäte

Primárna (hlavná) pamäť

Random Access Memory (RAM) Read Only Memory (ROM)

SRAM DRAM PROM EPROM
Mask 

PROM

Flash EEPROM
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Pamäť RAM (Random Access Memory) Statická RAM pamäť

Statická RAM pamäť Statická RAM pamäť

Statická RAM pamäť Statická RAM pamäť
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Statická RAM pamäť

 rýchlejšie ako ROM, prístupová doba cca 10ns (dnes 5ns)   
 statická, volatile pamäť

t.j. R1
t.j. R2

Dynamická RAM 

pravidelné obnovovanie
informácie sa nazýva

Robert H. Dennard, IBM

REFRESH

Dynamická RAM pamäť

1 megabit: Micron Technology MT4C1024 DRAM 

Dynamická RAM pamäť

Direct Rambus DRAM (DRDRAM)
Synchronous graphics RAM (SGRAM)

Read Only pamäť Read Only pamäť
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ROM 

Titan 2 – Intercontinental 
ballistic missile

PROM was invented in 1956 
by Wen Tsing Chow

Standard Microsystems CRT-7004-001 is an 
ASCII character generator, capable of 
generating 77-bit 7x11 bitmap characters or 
segment characters

Mask PROM 

PROM ROM Floating-gate MOSFET
was made by Kahng and Sze, 1967

* EPROM was invented by Dov Frohman of Intel in 1971 -> US patent 3660819

EPROM   – Intel 1702 EPROM   – Intel 1702 
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EPROM -(Erasable PROM):

 statická, nonvolatile pamäť
 informácia – elektrický náboj
 mazanie (UV žiarenie – cca 20min) 
 programovanie (elektricky) – užívateľ, opakovane - cca 20*

EEPROM,  E2PROM - (Electrically EPROM):
 statická,  nonvolatile pamäť, Podobná EPROM
 mazanie (elektrické, rádove mSec) 
 programovanie (elektricky) – užívateľ ( cca 100 mSec),      

opakovane, cca 100*
Informácia sa uchová cca 10 rokov. 

Flash – EPROM:
Rýchlejšia ako predchádzajúce typy. Dá sa s ňou pracovať ako s RAM.  Dá sa cca 10 000 krát 
prepísať.  Dá sa prepisovať priamo v zariadení. 

31
Toshiba developed flash memory from EEPROM in the early 1980s

Fujio Masuoka at 
Toshiba

Write Only pamäť


